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(57) Abstract: The invention relates to a monocrystalline silicon semiconductor wafer having a front side, a rear side, a center and an
edge, and to the production of said semiconductor wafer, the semiconductor wafer comprising: a neutral, vacancy-dominated region
which extends from the center to the edge; a denuded zone which extends from the front side to a depth of not less than 20 pm into the
interior of the semiconductor wafer, wherein the density of vacancies in the denuded zone, determined by means of platinum diffusion
and DLTS, is not more than 1 x
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Veriffentlicht:
—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

1083 Vacancies/cma; an oxygen concentration of not less than 4.5 x 10" atoms/cm® and not more than 5.5 x 10! atoms/cm® ; an area
in the interior of the semiconductor wafer that adjoins the denuded zone and has nuclei that can be developed into BMDs with a peak
density of not less than 6.0 x 10%/om® by a heat treatment, wherein the heat treatment involves heating the semiconductor wafer to a
temperature of 800°C over a duration of four hours and to a temperature ot 1000°C over a duration of 16 hours.

(57) Zusammenfassung: Halbleiterscheibe aus einkristallinem Silizium mit einer Vorderseite, einer Riickseite, einer Mitte und einem
Rand und deren Herstellung, wobei die Halbleiterscheibe umfasst: Nv-Gebiet, das sich von der Mitte bis zum Rand erstreckt; eine de-
nuded zone, die sich von der Vorderseite bis zu einer Tiefe von nicht weniger als 20 um ins Innere der Halbleiterscheibe erstreckt, wobei
die Dichte an Leerstellen in der denuded zone, bestimmt mittels Platin-Diffusion und DLTS, nicht mehr als 1 x 10'3 Leerstellen/cm’

betrégt; eine Konzentration an Sauerstoft von nicht weniger als 4,5 x 10'7 Atome/em® und nicht mehr als 5,5 x 10'7 Atome/em?; einen
Bereich im Inneren der Halbleiterscheibe, der an die denuded zone angrenzt und Keime aufweist, die sich durch eine Warmebehandlung
zu BMDs mit einer Spitzen-Dichte von nicht weniger als 6,0 x 10°/cm? entwickeln lassen, wobei die Warmebehandlung das Erhitzen
der Halbleiterscheibe auf eine Temperatur von 800 °C iiber eine Dauer von vier Stunden und auf eine Temperatur von 1000 °C iiber
eine Dauer von 16 Stunden umfasst.



